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(57)【特許請求の範囲】

【請求項１】  Ａｌマトリックスに、遷移元素から選択

される元素のいずれか１種または２種以上とＡｌとの化

合物が分散した組織であって、前記遷移元素として３Ａ

族元素を必須として含有し、前記組織における長径０．

５μｍ以上の前記化合物を含まないＡｌ域が、内接円径

で１０μｍを越えないことを特徴とするＡｌ系スパッタ

リング用ターゲット材。

【請求項２】  分散する化合物の最大外接円径は、実質

10的に５μｍ以下であることを特徴とする請求項１に記載

のＡｌ系スパッタリング用ターゲット材。

【請求項３】  遷移元素から選択される元素のいずれか

１種または２種以上を１０原子％以下含み、前記遷移元

素として３Ａ族元素を必須として含有し、残部実質的に

Ａｌからなる合金溶湯を急冷凝固処理し粉末とした後、

得られた粉末を加圧焼結することを特徴とするＡｌ系ス

パッタリング用ターゲット材の製造方法。

【請求項４】  遷移元素から選択される元素のいずれか

１種または２種以上を１０原子％以下含み、前記遷移元

素として３Ａ族元素を必須として含有し、残部実質的に

Ａｌからなる合金溶湯を急冷凝固処理し粉末とした後、

得られた粉末を加圧焼結し、ついで圧延処理を行うこと

を特徴とするＡｌ系スパッタリング用ターゲット材の製

造方法。

10 【発明の詳細な説明】

【０００１】

【発明の属する技術分野】本発明は、Ａｌを主体とする

Ａｌ系スパッタリングターゲット材に関し、特に液晶デ

ィスプレイ（Liquid  Crystal  Display以下ＬＣＤと略

す）の薄膜電極、薄膜配線等に用いられるＬＣＤ用Ａｌ


